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摘要(译)

描述了在互补金属氧化物半导体(CMOS)晶片中形成的微机械超声换能
器,以及制造这种器件的方法。 可以通过牺牲释放来去除CMOS晶片的金
属化层以创建超声换能器的腔。 其余层可以形成超声换能器的膜。
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